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窒化ガリウム（GaN)パワーデバイスは次世代の超高効率電力変換用途に期待され、
国家プロジェクト体制で研究開発を進めている。本学の研究担当分野は高性能p-nダ
イオードであり、インバーターやコンバーターを構成する重要な素子となっている。
本研究では独自のデバイス構造・新プロセス技術を開発し、世界最高耐圧を更新し続
けている。GaNプロセスにおいては他に類を見ないダメージレス加工技術も(株)サイ
オクスと共同開発し、ウェットプロセスで精密な深堀加工にも成功している。
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新規ウェットプロセスによるGaN結晶の
深堀加工(電子顕微鏡像)

新規ウェットプロセスによるp-nダイオード
の破壊電圧の向上とバラつきの低減
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